UNIVERSITE || FACULTE DES

PARIS 12

VAL de

SCIENCES

M A R N E | ET TECHNOLOGIE

Theme n°1 : Prise en main du simulateur
Etude d'un diviseur de tension

DR
Le simulateur ISIS comme beaucoup de simulateuepsmonnel permet de mettre en ceuvre
une application électronique en proposant une sitioml tant matérielle que logiciel.
L’objectif de cette premiere séance est de preadrenain le simulateur a travers la mise en
ceuvre de montage de base.

1 - A partir du menu démarrer ou d’'un icbne sur leshurlancer le simulateur ISIS.
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Le cadre grisé est une zone ou l'on saisie le sahé&mncolonne DEVICE donne la liste des
composants ou des outils disponibles. Son titrenéplu choix fait sur la colonne de bouton
de gauche. lIs permettent I'acceés a des outilsrdelation dont les plus courants sont :
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Acces aux Terminal inter Graphe de L.
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composants feuille simulation



Pour avoir acces a la bibliotheque de composariauil cliquer sur le bouton « Accés aux
composants » puis sur le bouton P :

[PIL] |

La bibliotheque de composant apparait :

55 Pick Devices @@

Motz clés: Résulats [Pas de filre]: Frévizu schéma;
[ Device | Cat | Biblio. |
Identique sur tous les mots?

LCatégorie:

Capacitore

CHOS 4000 series L
Cannectars [Rien & prévisualizer)
Data Converters
Debugging Tools
Diodes

ECL 10000 Series
Electromechanical
Inductors

Laplace Primitives
M emary ICs
Microprocessor [Cs

: isw PCB:
Miscellaneous Pas de oritéie erch
Madalling Priritives '3z de critére de recherche.

Operational Amplifiers Yeuilez entrer un ou plusieurs mots clés etfou
Optoelectionics zélectionnez une catégorie, une sous-catégorie, ou un fabricant.
PLD: & FPGAs

Resiztors

Simulator Priritives v

Sous-catégorie:

Fabricant:

| [

| || Annuler |

2 —Le schéma a simuler est un montage dit diviseutedsion ou potentiométrique. Il est
constitué de deux résistance de @&t structurer de la maniére suivante :

Il est constitué d’'un générateur sinusoidal et dexdrésistances en série R1 et R2 ayant

chacun une valeur de 10K Deux sondes permettent d’avoir acces aux sigrawe les
visualiser.

2.1 -Pour saisir ce schéma, dans le champ « Mots atésrchez le composant nommé
RES. Double cliquez sur la référence trouvée damchamp « Résultats ». Elle apparait



dans la colonne DEVICES. Enfin pour alimenter lenposant il est nécessaire d’utiliser
un générateur sinusoidal de nom Vsine. Cherchesoogposant et placer le dans la
colonne DEVICES.

2.2 — Pour placer le composant dans la zone de schémageff la fenétre « Pick
Devices », cliquer sur la référence du composasir@ééventuellement modifier son
orientation a l'aide des boutons :

C 9 - . &
Rotation M.|r0|r erplr
horizontal vertical

Cliquer dessus a l'aide du bouton droit et le plalans la fenétre schéma. Pour faire les
liens entre les composants cliquez sur une desraisons et tirer le fils jusqu’a l'autre
terminaison.

Quelque soit I'objet dans la zone de saisie dersah@our le sélectionner il faut cliquer
avec le bouton droit. Deux cliques sur le boutamtdsuppriment I'objet. Un clique sur
le bouton droit, puis un clique sur le bouton gaugermet d’éditer ses parametres.

2.3 —Editer les parametres du générateur Vsine :

55 Editer composant

Beéférence: |E Caché:
Valeur: |VSIN E Caché;
Annuler
DI Offset |[Defauit [Hideal =]
Amplitude: |[Default] | Hide &l j
RIS [(Detau) [Hideal =]
Time Dielay: [[Defau) |Hide sl ~|
Darnpitig Factor: |[Defaull] | Hide Al j
Other Properties:
Lier module higrachigue:
Fropriétés en texte:

Les parametres du générateur sont les suivants :

Vsine
= T = 1ffrequency

Amplitude
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Modifier les paramétres du générateur pour obieméronde sinusoidale d’amplitude de
10v et de fréquence de 1KHz.

2.4 — |l s’agit maintenant de simuler ce schéma. La &tian utilise un modéle
numerique qui se comporte comme se comporteraibegosant dans la réalité. Il faut
placer un graphe de simulation dans la fenétreadgesde schéma en utilisant I'icone
suivante :

I

La liste proposée permet de mettre en ceuvre diff@éreimulation dont les principales
sont :

Nom Simulation
ANALOGUE Simulation de type analogique, |la
variable est le temps
Simulation de type numérique, |a
variable est le temps
Simulation de type analogique, |la
variable est la fréquence
Simulation de type analogigue
TRANSFERT permettant de visualiser les
caractéristiques de gain
Simulation de type analogique
permettant de visualiser e

DIGITAL

FREQUENCY

DC SWEEP : X .
comportement d’'un systeme en faisant
varier son alimentation continu
Simulation de type analogique

AC SWEEP permettant de visualiser e

comportement d’'un systeme en faisant
varier son alimentation sinusoidale

La simulation utilise ici est une simulation de @ayANALOGUE. Cliquez sur I'item,
puis placer le pointeur dans la zone de saisiecdénsa. En utilisant le bouton gauche,
réserver une zone pour I'écran de résultat qui laui@me suivante :




En utilisant le bouton droit, sélectionner chacdee sondes et placer les dans la fenétre
résultat en utilisant le bouton gauche. Appuyer lsubarre espace pour lancer la
simulation.

Il est possible de faire des zooms. En cliquantasbarre verte, éditer la fenétre résultat.
Utiliser les outils disponibles pour dilater I'édleede temps. Montrez le résultat a
I'enseignant

3 — En calculant I'expression de la tension aux bomeda résistance R2 en fonction de la
tension V1, justifiez le résultat observé. Modifier valeur la résistance R2 pour que le
rapport entre 'amplitude la tension a ces bornd¢'smmplitude de la tension V1 soit de Ya.

4 — Donner le modéle équivalent de Thévenin de ce agantUne résistance de charge de
3 KQ est placée en sortie. Saisir votre montage, pdramés différents éléments et simuler
le montage. Relever 'amplitude créte de la tensiorsortie. Méme chose pour une résistance
de 7,5 K2, 75 KQ, 750 KQ.

Compte rendu a rendre :

En introduction, vous donnerez l'objectif de vo#wde. Dans la premiére partie, vous
donnerez les caractéristigues du montage simuléa ejustification théorigue de ses
caractéristiques. Dans une seconde partie vouseten le modele équivalent de Thévenin et
les résultats de simulation de la question 4. Eafirconclusion, vous expliquerez I'influence
d’une résistance de charge sur un montage.

Barémes de notation du compte rendu :

Respect du plan : 3 points

Respect des régles de syntaxe et d’orthograplp®inds
Présentation soignée : 3 points

Justesse des justifications théoriques : 6 points
Qualités de commentaires : 5 points



